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Die vorliegende Ubersicht enthélt in gedrdngter Form die
wichtigsten Grenz- und Kenndaten der in der DDR ge-
ferligten Halbleiterbauelemente. Die Kennwertewerden im
allgemeinen fiir eine Umgebungstemperatur von 25 °C an-
gegeben.

Dem Anwender soll durch diese Ubersicht die Auswahl der
jeweils in Frage kommenden Typen erleichtert werden.
Wir weisen darauf hin, daB wir uns Anderungen, diedurch
den technischen Fortschritt bedingt sind, vorbehalten.
Spezielle Anfragen und Besteliungen sind an das jeweilige
Herstellerwerk zu richten!

B manHOM 0030pe B COKPAIGHHOM BUJIe U3JI0¥KEHBI BaK-
Helile TeXHYeCKue JaHHble M XapaKTePUCTUKA U3ro-
toBiiedupix B I'JIP mosynpoBogHUKOB. IIpuBenéHHbIe
TeXHUYeCKHe JaHHBE B 00IeM XapaKTEePHbI IIPX TeMIle-
patype BHemHeii cpenst oT 25 °C.

3anadeii aToro 0030pa ABIsgeTca 06IErYUTh yIOTPeOH-
TeJII0 BEIOOP HEeOGXOAMMBIX eMy THUIIOB.

MBI yKa3EIBaeM Ha TO, 4YTO MPABO HA W3MeHeHuUd, 06yc-
JIOBJIeHHBIe TeXHUYECKUM IIPOIPeccOM, MBI OCTaBllsieM
3a co0oii. Co creIuaTbHBIMU BOIIPOCAME U 3aKa3aMu 00-
paumaiiTech K COOTBETCTBY0LeMY 3aBOY-M3TOTOBUTEILI0 !

This survey contains a summary of the mostimportantquan-
tities and characteristic data ot the semiconductor contpo-
nents made in the GDR. The indices given generally apply .
for an ambient temperature of 25 °C.

This survey is to facilitate the selection of the types that come
into the question for the user. We would like to point out
that we reserve the right to make modifications due to
technological advance.

Plaese address inquiries and orders to the manufacturer,

" Halbleiterbauelementeindustrie der
Deutschen Demokratischen Republik

IIpoMbiIIeHHOCT: 110 NPOU3BOJCTBY IOIYNPO-
BOTHUKOB
Tepmanckoii [lemorparnueckoii Pecnydaukm

Semiconductor component industry of the
German Democratic Republic.



Alphabetisches Typenverzeichnis

Typ Her-  Seite Typ Her-  Seite Typ Her-  Seite Typ Her- Seite
steller steller steller steller
B25C 25 GWG 21 GF 126 HFO 10 SAY 42 FWE 13 SY 172 GWS 14
B 25C 150 GWG 21 GF 128 HFO 10 SAY 60 FWE 13 SY 173 GWS 14
B 25C400/250 GWG 21 GF 130 HFO 10 SAY 62 FWE 13 SZ 501 GWS 17
B25C600/400 GWG 21 GF 131 HFO 10 SAZ 12 WF 12 SZ 504 GWS 17
B 50 C 60 GWG 21 GF 132 HFO 10 SAZ 13 WF 12 SZ 505 GWS 17
B 250 C 30 GWG 21 GF 139 HFO 10 SAZ 54 WF 12 SZ 555 GWS 17
B 250 C 60 GWG 21 GF 145 RWN 10 SAZ 61 WF 12 SZ 506 GWS 17
B 250 C 135 GWG 21 H GF 147 RWN 10 SC 206 HFO 8 SZ 507 GWS 17
D38 GWG 21 GF 181 HFO 10 SC 207 HFO 8 SZ 508 GWS 17
D16 GWG 21 GP 119 WF 19 SF 021 HFO 8 SZ 509 GWS 17
E 25C 60 GWG 21 GP 120 WF 19 SF 022 HFO 8 SZ 510 GWSs 17
E 500 C 15 GWG 21 GP 121 WF 19 SF 023 HFO 8 SZ 511 GWS 17
E 2400 C15 GWG 21 GP 122 WF 19 SF 024 HFO 8 SZ 512 GWS 17
IE 3000 C 15 GWG 21 GS 109 HFO 11 SF 025 HFO 8 SZ 513 GWS 17
GA 100 .. 18 GS 111 HFO 11 SF 121 HF¥O 8 SZ 515 GWS 17
GA 101 18 GS 112 HFO 11 SF 122 HFO 8 SZ 516 GWS 17
GA 102 . 18 GS 121 HFO 11 SF 123 HFO 8 SZ 518 GWS 17
GA 103 18 GS 122 HFO 11 SF 126 HFO 8 SZ 520 GWg 17
GA 104 . 18 A GY 099 HFO 20 SF 127 HFO 8 SZ 522 GWS 17
GA 105 WF 18 A GY 100 HFO 20 SF 128 HFO 8 SZX 18/1 WF 16
GA 106 WF 19 A GY 101 HFO 20 SF 129 HFO 8 SZX 18/5,6 WF 16
A GA 107 WF 19 A GY 102 HFO 20 SF 131 HFO 8 SZX 18/6,8 WF 16
2GA 109 WF 18 A GY 103 HFO 20 SF 132 HFO 8 SZX 18/8,2 WF 16
2GA 113 WF 18 A GY 104 HFO 20 SF 136 HFO 8 SZX 18/10 WF 16
4GA 114 WF 18 A GY 105 HFO 20 SF 137 HFO 8 SZX 18/12 WF 16
GAY 60 WF 19 A GY 109 GWG 20 W SF 150 HFO 8 SZX 18/15 WF 16
GAY 61 WF 19 A GY 110 GWG 20 SF 215 HFO 8 SZX 18/18 WF 16
GAY 62 WF 19 A GY 111 GWG 20 SF 216 HFO 8 SZX 18/22 WF 16
GAY 63 WF 19 A GY 112 GWG 20 W SF 240 HY¥O 8 SZX 19/5,1 WF 16
GAY 64 WF 19 A GY 113 GWG 20 m SF 245 HFO 8 SZX 19/5,6 WF 16
GAZ 16 WF 19 A GY 114 GWG 20 m SM 103 FWE 9 SZX 19/6,2 WFEF 16
GAZ 17 .o 18 A GY 115 GWG 20 H SM 104 FWE 9 SZX 19/6,8 WF 16
GC100 HFO 10 A GY 120 GWS 20 SS 106 HFO 9 SZX 19/7,5 WF 16
GC 101 HFO 10 A GY 121 GWS 20 SS 108 HFO 9 SZX 19/8,2 WF 16
A GC 112 HFO 10 A GY 122 GWS 20 SS 109 HFO 9 SZX 19/9,1 WF 16
A GC116 HFO 10 A GY 124 GWS 20 WSS 120 HFO 9 SZX 19/10 WF 16
A GC117 HFO 10 A GY 125 GWS 20 SS 125 HFO 9 SZX 19/11 WF 16
GC 118 HFO 10 KG 60 GWG 22 SS 126 HFO 9 SZX 19/12 WF 16
GC 121 HFO 10 M 500 C 30 GWG 21 SS 200 HFO 9 SZX 19/15 WF 16
GC 122 HFO 10 O4 A 657 WF 18 SS 201 HFO 9 SZX 19/16 WF 16
GC 123 HFO 10 HSA 129 WF 12 SS 202 HFO 9 SZX 19/18 WF 16
GC 301 HFO 10 B SA130 WF 12 SS 216 HFO 9 SZX 19/20 WF 16
GD 160 RWN 11 m SA 131 WF 12 SS 218 HFO 9 SZX 19/22 WI 16
GD 170 RWN 11 MSAM 42 --- 45 FWE 13 WSS 219 HFO 9 SZX 19/24 WF 16
GD 175 RWN 11 W SAMG62 .- 65 TFWE 13 m ST 111 GWS 15 S7ZY 20 WF 17
GD 180 RWN 11 |mSAX42..46 FWE 13 |mST121 GWS 15 SZY 21 WF 17
GD 240 RWN 11 WMSAX 62 .66 FWE 13 SY 200 -.- 210 GWS 14 SZY 22 WF 17
GD 241 RWN 11 SAY 10 WF 13 SY 220 -.- 280 GWS 14 SZY 23 Wr 17
GD 242 RWN 11 SAY 11 WF 13 SY 160 GWS 14 V 250 G 15 GWG 21
W SAY 12 WF 13 SY 162 GWS 14 A VSF 200 GWS 15
GD.243 TN 1 SAY 14 WF 13 SY 164 GWS 14 VSF 203 GWS 15
GD 244 RWN 11 SAY 15 WF 13 SY 166 GWS 14 ZB 4 RWN 22
GF 100 HFO 10 EWSAY 16 WF 13 SY 170 GWS 14 1,5 St 1 GWG 22
GF 105 HFO 10 SAY 40 FWE 13 SY 171 GWS 14 3,0 St 10 GWG 22
A Nicht fiir Neuentwicklungen HFO  Kombinat VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)
B In Entwicklung RWN  Kombinat VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)
A He mpequasHadeHo uiA HOBBIX Réhrenwerk »Anna Seghers¢ Neuhaus
paspaboTor GWS  Kombinat VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)
B B nanHBII MOMeHT paspabaThiBacTcs Gleichrichterwerk Stahnsdorf
A Not for new developments GWG  Kombinat VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)
I‘Under development Gleichrichterwerk GroBrischen
. . WF/FWE FWE Kombinat VEB Funkwerk Erfurt
WF VEB Werk fiir Fernsehelektronik Berlin




Verwendete Kurzzeichen

h?le

Iy

To
ICBO
ICEV
IEBO
ICES

Ip
I,

I

Flache
Gleichstromverstiarkung
Einfiigungsddmpfung
Gehidusekapazitit
Sperrschichtkapazitit
Gesamtkapazitit
KurzschluBausgangskapazitit
Rauschfaktor
Bandbreite
MeBfrequenz
Grenzfrequenz
Resonanzfrequenz
Ubergangsfrequenz

KurzschluBverstirkung in
Emitterschaltung

Strom
Basisgleichstrom
Emittergleichstrom
Kollektorgleichstrom

Kollektorstrom bei strom-
losen Emitteranschluf}

Kollektorstrom in Emitter-
schaltung bei positiver Upg

Emitterstrom bei stromlosen
KollektoranschluB

KollektorkurzschluBrest-
strom

Durchlafigleichstrom
Dunkelstrom (Fotodiode)

Drain — Strom
(MOS —Transistor)

Hellstrom

Richtstrom

Rth)l

Sperrgleichstrom
Dauergrenzstrom
NenndurchlaBstrom

Periodischer
SpitzendurchlaBstrom

Mittlerer DurchlaBstrom
(Dauergrenzstrom)

Periodischer Spitzen-
durchlaBstrom

StoB8durchlaBstrom
Ziindstrom

Z-Strom
Gehiduseinduktivitit
Serieninduktivitit
totale Verlustleistung
Kilteleistung
Widerstand
Eingangswiderstand
Geriatewiderstand
Lastwiderstand
Gesamtwirmewiderstand
Aquivalentwiderstand
Serienwiderstand
Z-Widerstand
Empfindlichkeit
Speicherzeit
Einschaltzeit
Ausschaltzeit
Sperrverzogerungszeit
Abschniirspannung

Kollektor — Basis — Spannung

UCE

UEB
UCEsat
UCEI’G:I

U(BR)CBO

UBR
UDS
Ues

|Yose

T

Kollektor — Emitter —
Spannung

Emitter — Basis — Spannung
Kollektorsidttigungsspannung
Kollektorrestspannung

Kollektor — Emitter —
Durchbruchspannung

Durchbruchspannung
Drain — Source — Spannung
Gate — Source — Spannung
DurchlaBgleichspannung
Ziindspannung
Betriebsscheitelspannung

Periodische und nicht-
periodische Spitzenspannung

Sperrgleichspannung
Scheitelsperrspannung
Nennsperrspannung

Periodische Spitzensperr-
spannung

StoBspannung
HF-Spannung
Z-Spannung

Leistungsverstarkung in
Basisschaltung

Ubertragungsgewinn in
Basisschaltung

Leistungsverstiarkung in
Emitterschaltung

Mischleistungsverstiarkung
Steilheit
Effektivitdt

Einschaltzeitkonstante




[IpumeHeHHbIe yclIOBHbIE 0003HaYeHHUs

hote

IEBO

IC ES

IO AAb

ycuisieHue IOCTOAHHOTO
TOKa

BHOCHMOE 3aTyXaHue
BHOCHUMAS KOKYXOM
€MHKOCTb

C€MHKOCTDL 3anupalouiero
cioA

o01ast eMKOCThb
BBIXOJHAA €MKOCTb 1IpU
KOPOTKOM 3aMbIKaHUK
Ko2()pULIMeHT IIyMa
LIMPHHA II0JIOCHL
U3MepUTeJbHAsA 4acToTa
npeneabHasA 4acToTa
pe3oHaHCHAdA dacToTa
IepexXogHas 4acToTa
KOIPPUIUEHT yCUJIeHU
TOKa IIOJIYIIPOBOIHMKOBOI'O
TPUOAA IIPH KOPOTKOM

3aMBIKAHUU B cXeMe
¢ 00IM IMUTTEPOM

TOR
IOCTOAHHBIN TOK 06a3bl
IIOCTOAHHBII TOK 9MUTTepa
IIOCTOSAHHBIA TOK
KOJLJIEKTOpa

TOK KOJJIEKTOpa IIpU
TOIKIIIOYEeHU N dOMUTTepa 6e3
TOKA

TOK KOJLJIEKTOpa B cXeMe
dMUTTepa IPU MOJIOKUTEIb-
HOM Ugg

TOK dMUTTepa IpuU II01-
KJIIOUeHUU KOJIJIeKTopa 0e3
TOKa

OCTaTOYHBIA TOK KOJIJIEK-
TOpa IPU KOPOTKOM 3aMBbI-
KaHUU

IMOCTOAHHBII TOK
IPOIIyCKaHUSI

TEMHOBOM TOX (POTOHOIA)

OTTEKAIOL[HUIl TOK
(Tpancucrop MOS) (moT-
pebisaeMBIil TOK)

(OTO3JIEKTPOHHBIN TOK

e

g

R,
Rl.h]a

Ts

Ucr

Uss

BBIIPAMUTEJIbMBIA TOK
o0OpaTHBI{l IOCTOAHHBIA TOK
YCTaHOBUBINMIiCA IIpefeb-
HBII TOK

HOMHMHAJbHBIA IIPAMOIT TOK
IePHOITUYECKUIA ITMKOBOM
NpAMOM TOK

CpeIHUi IPOIYyCKHOI TOK
IepUONUYECKUA MaKCH-
MaJIbHBIA IIPOIIYCKHOI TOK
UMITYJIbCHBIH IPAMOM TOXK
TOK 3amUraHus
KRaRYIUANACA TOK
WHIYKTUBHOCTDh KOKYyXa
cepuiiHasAg UHIYKTUBHOCTb

TIOJTHASI MOIIHOCTD
paccenBaHus

MOINHOCTD OXJIQMKIeHU s
COIIPOTUBIIeHUE

BXOHOE COIIPOTHUBJIEHUE
COIIpoTUBJIeHNe nIpubopa
Harpy3o4Hoe COIIPO-
TUBJIEHHUE

o0lllee TepMOCOIIPOTHUB-
JeHne

9KBHUBalleHTHOE
COIIPOTHBJIEHHE
ImocJienoBaTebHOe
COTIPOTHBJIEHUE

II0JIHO€ COIPOTUBJICHUE
YYBCTBUTEJLHOCTD
BpeMs HaKOINIeHU
BPEMA BKJIIOYeHH S
BPeMsI BBIKIIIOYEHU I

BpeMs 3alasfbIBaHUA
6JIOKUPOBKY

HaTIpsIKeHne
HaNpPsKeHUe MerKIy
KOJJIEKTOPOM U
O0CHOBaHUEM

HaNIPKEeHUE MeHy
KOJIJIEKTOPOM U
3MUTTEPOM

Halps:KeHue MeHy
SMUTTEPOM U OCHOBAHUEM

UCEaat
UCErest

U(BR)CBO

Usr
Ups

Ugs

Up

UHF

U,
GDb

HanpsKeHNe HACBIIIEeHUA
KOJIJIIEKTOpa

OCTaATOYHOE HaIIpAKeHUue
KOJIJIEKTOpa

npo6uBHOE HaUPsHeHUe
MEIKIY KOJINIEKTOPOM M
9MUTTEPOM

mpoOWBHOE HAIPSKeHNe

HaIpsHeHe MeXILy
OTBOJIOM M MICTOYHUKOM

HanpsKeHne MeXIy
cTPoOOM U MCTOYHUKOM
IIOCTOSIHHOE HalpsAKeHUe
MIPONYCKAHUA
3anupaiolilee IIOCTOAHHOE
HalpsrKeHne
Hanpsamenue 3auraHus

paboyee MnKoBOE
Hanps:KeHne

Iepuognyecroe 1 Helepuo-
IUYecCKOoe MaKcuMaJbHOe
HamnpAaHeHue

aMIIUTYIHOE 3amupaioliiee
HanpsiKeHHe

HOMHHAJIbHOE 3alipaloliee
HaTpsIKeHne

IepuoaguYecroe MMKoBOe
3anuparouiee HallpAKeHue
UMITYyJIbCHOE HaIIpAMEeHHnue

BBICOKOYACTOTHOE
HaIllpAMKeHue

Kamylueeca HaAIIpAMKEeHHue
ycuiieHne MOIIHOCTH

B CXMe ¢ 0o0muM
OCHOBaHUEM

ycuJleHUe meperavu
B cXeMe C 00IIuM
OCHOBaHUEM

ycujeHre MOIHOCTH
B cXeMe ¢ 001uM
3MHUTTEPOM

ycuiieHue cMellaHHoil
MOILHOCTHU

KPYTU3HA
3 PeKTUBHOCTD
IIOCTOAHHAA BpeMeHU
BRJIIOYeHU A

1*



Symbols used

ad
aQ &

Ctot
022[)

4f

fe
fo
fr

haye

IEBO

ICES

collector — to — base voltage
surface

d. c. amplification
insertion loss

casing capacity

barrier layer capacity
total capacitance

short circuit output
capacitance

noise factor

band width

test frequency
out-off frequency
resonance frequency
transition frequency

short circuit current amplifi-

- cation in'grounded-emitter

circuit

current

base direct current
emitter direct current
cellector direct current

collector current with
currentless emitter

collector current in grounded-
emitter circuit with
positive Ugg

emitter current with
currentless collector

collector residual short-circuit
current

transmission direct current

dark current (photo diode)

train current (MOS transistor)
light current

rectified current

reverse direct current
continuous limiting current
nominal forward current
periodic peak forwarg current

average forward current
(permanent limiting current)

periodic peak forward current
impulse forward current
ignition current

Z current

casing inductance

series inductance

total power dissipation
refrigerating capacity
resistance

input resistance
resistance of instrument
load resistance

total heat resistance
equivalent resistance
series resistance

Z resistance

sensitivity

hold time

on time

off time

blocking time delay

voltage

UCE
Ugsp
UC Esat
UCEresl.

U(BR)CBO

UBR
Ubps

|Y215[
VA

T

collector— to — emitter voltag
emitter — to — base voltage
collector saturation voltage
residual collector voltage

collector — to — emitter
breakdown voltage

breakdown voltage

drain — to — source voltage
gate — to — source voltage
forward d. c. voltage
reverse d. c. voltage
ignition voltage

operation peak voltage

periodic and non-periodic
peak voltage

peak reverse voltage

nominal reverse voltage
periodic peak reverse voltage
impulse voltage

HF voltage

Z voltage

power amplification in
grounded-base circuit

transmission gain in
grounded-base circuit

power amplification in
grounded-emitter circuit

conversion power
amplification

mutual conductance
efficiency

make time constant




Ubersicht Si-Transistoren

- Art Anwendung ‘ Grenzwerte
yp
Pl Ep | MOS ‘ p. NF | HF Ucpo/V Usso/V Ig/mA P,/ mW | Riyj/grd mW-1
SC 206 | [ | [ | 20 5 100 200 =0,5
SC 207 [ ] | || 20 5 100 . 200 =0,5
A SF 021 [ ] ] 20 5 500 600 =0,25
A SF 022 [ [ ] 33 5 500 600 =0,25
A SF 023 ] || 66 5 500 600 =0,25
A SF 024 ] H 100 5 500 600 =0,25
A SF 025 B [ 120 5 500 600 =0,25
ST 121 [ ] | 20 5 100 600 =0,25
SF 122 [ ] B 33 5 100 600 - =0,25
SF 123 [ ] | 66 5 100 600 =0,25
SF 126 [ ] [ ] 33 7 500 600 =0,25
SF 127 | ] 66 7 500 600 =0,25
SF 128 [ ] H 100 7 500 600 =0,25
SF 129 ] | 120 7 500 600 =0,25
SF 131 ] ] 20 5 50 300 =05
SF 132 || ] 40 5 50 300 =0,5
SF 136 n ] 20 5 200 300 =0,5
SF 137 N ] 40 5 200 300 =0,5
M SF 150 | ] ' 140 5 50
SF 215 [ | [ | | 20 5 100 200 =0,5
SF 216 | | | 40 5 . 100 200 =0,5
M ST 240 || ] H 40 4 25
B ST 245 | | n 40 4 25
Schalter
mittel schnell
SS 106 | | 25 5 200 300 =0,5
SS 108 [ O 40 5 200 300 =0,5
SS 109 [ | O 20 5 200 300 =0,5
| SS 120 | O 60 5 500 700
A SS 125 | O 30 5 500 600 =0,25
A SS 126 | | O 60 5 500 600 =0,25
SS 200 [ | | O 70 5 30 150 =0,5
SS 201 | | O 100 5 30 150 =05
SS 202 | | O 120 5 30 150 . =0,5
SS 216 [ | | O 20 5 100 200 =0,5
SS 218 [ | ] O 20 5 100 200 =0,5
mSS 219 [ | | O 20 5 100 200 =0,5
Upsv/V Ugs/V Ip/mA Py /mW ‘ Rincnra/grd mW-t
mSM 103 | | || 20 —15--+5 15 150 '=0,6
H SM 104 | | 20 —15.-+5 15 150 =0,6
A Nicht fiir Neuentwicklungen Pl  Planar
® Paarweise lieferbar Ep Planar-Epitaxie
M In Entwicklung MOS MOSFET
P Plastverkappt
A He npenuasnavyeHo miis HOBBIX paspab6orork Pl ITmamap
o ITocraBiseTca mapamMu Ep J3nurakcua mianapa
M B nanHblil MoMeHT pa3pabaTeiBaeTcs MOS MOC®ET
P TIlox miacTMacCOBBIM KOJIIIQYKOM
A Not for new developments Pl  Planar
@ Available in pairs Ep Planar epitaxy
W Under development MOS MOSFET
p plastic covered




Ubersicht Ge-Transistoren

i Art +.... Anwendung, Frequenz Grenzwerte
yp
L |LD | ME | NF | AM | FM | VHF | UHF | Schalter | —Uggo/V | —Ugpo/V | —Ic¢/mA | Py /W | Rypja/grd mW—1
GC 100 | [Ed) 15 10 15 0,03 =1
GC 101 | ] 15 10 15 0,03 =1
A GC 112 | [ | 80 20 150 =0,38
GC 116 | | 20 10 150 =0,38
GC 117 | || 25 10 150 =0,38
GC 118 ]| ] 25 10 150 =0,38
e GC 121 ] | | 25 10 250 =0,38
GC 122 [ | || 35 15 250 =0,38
GC 123 [ | H 70 15 250 =0,38
® GC 301 [ ] [ | 32 10 1000 1 =0,3
GF 126 ] |
GF 128 | | |
GF 130 | ||
GF 131 n [ | 25 0,5 10 =0,6
GF 132 [ ] n
GF 139 [ | [ |
GF 145 | |
W GF 147 Pl | 20 0,3 10 0,06 =0,75
GF 181 [ | | 25 0,5 10 =0,6
GF 100 | L]
GF 105 | || 15 10 15 =0,5
® GD 160 [ | | | [ | 20 10 3000 5,3 = 0,0075
® GD 170 | | | | 33 10 3000 5,3 =0,0075
® GD 175 [ | | | il 50 10 3000 5,3 = 0,0075
® GD 180 | [ | | 66 10 3000 5,3 = 0,0075
® GD 240 | | | [ | 40 10 3000 10 = 0,004
® GD 241 [ | | L2} 50 20 3000 10 = 0,004
® GD 242 [ | | L3} 50 20 3000 10 = 0,004
® GD 243 [ | | | | 65 20 3000 10 = 0,004
® GD 244 [ ] | | 75 20 3000 10 = 0,004
GS 109 [ ] [ | | 20 10 50 =05
GS 111 [ ] [ | [ |
GS 112 | [ ] [ | 20 10 200 =0,5
GS 121 [ | [ | [ | 30 10 100 =0,38
GsS122 | W [ ] |
A Nicht fiir Neuentwicklungen L. Legierung
@ Paarweise lieferbar LD Legierungsdiffusion
M In Entwicklung ME Mesa
Pl  Planar
A He mepenHasHaueHo [71a HOBBIX L Cmuaas
pa3palboTok LD [Ouddysusa ciasa
o ITocTaBaserca mapamu ME Mesa
m B nausbiii MOMeHT paspabaThi- Pl Ilnamap
BaeTcA
A Not for new developments L  Alloy
® Available in pairs LD Alloy diffusion
B Under development ME Mesa
Pl Planar




Ubersicht Si-Dioden

Art Anwendung Grenzwerte
Typ Pl |Ep| P | Schait- | Kapa- | Varak- | Dioden- Ug/V | Ugy/V|Ig/mA| Ipy/mA | Py ,/mW | Ry /grd mW—
dioden | zitédts- tor- block (Upr/V) (Pin/W)
dioden | dioden
W SA 129 H m 28 30
W SA 130 [ ] | 28 30
W SA 131 ™ ™ 28 30
SAZ 12 ™ ™ 18 300
SAZ 13 ™ ™ 18 300
W SAZ 54 ] [ ] (= 90) (6)
W SAZ 61 ™ ™ (= 90) (1,5)
SAY 10 ™ m 50 60 | 175 | 350 300 =0,35
SAY 11 H [ | 25 35 115 225 300 =0,35
mSAY 12 ™ ™ 50 75 | 300 600 430 =03
SAY 14 [ ] [ ] 25 35 115 225 300 = 0,35
SAY 15 [ ] [ ] 15 20 75 150 300 =0,35
WSAY 16 [ | || 30 35 300 600 430 =0,3
SAY 40 ] E = 15 20 20 40 150 =0,5
SAY 42 ™ E = 15 20 30 60 150 =05
SAY 60 ™ H = 15 20 20 40 150 =0,5
SAY 62 m H H 15 20 30 60 150 =05
SAM42---45 |H E = H 15 20 20 40 150 =0,5
SAM 62:-:65 || [ ] H | 15 20 20 30 150 =05
SAX 42.--46') | M || ] [ ] 15 20 20 40 150 =0,5
SAX 62---662) | W H = ™ 15 20 30 60 150 =05
1) 2...6 Stiick SAY 40 Pl Planar P1 Ilnanap Pl Planar
2) 2...6 Stiick SAY 42 Ep Planar-Epitaxie Ep Omnurakcus niaaHapa Ep Planar epitaxy

P Plastverkappt

Ubersicht Ge-Dioden

p ITon mmacTMaccoBBIM KOJIITAYKOM

P plastic covered

Anwendung Grenzwerte
Typ Universal- | Schaltdiode | Photodiode Uy |V Urn/V Ig/mA ITpy/mA P,y /[mW
diode (I'y/mA)

GA 100 H 20 26 20 45
GA 101 || 40 50 15 45
GA 102 || 60 70 12 45
GA 103 ] 80 90 10 45
GA 104 N 110 115 10 45
GA 105 ™ 20 26 20 45
GA 106 m 25 35 20 30
GA 107 [ | 60 90 20 150
GA 108 | | 80 90 20 45

2 GA 109 ] 40 50 15 45

2 GA 113 | 25 35 30

L GA114 ™ 25 35 30

04 A 657 ] 40 50 15 45
GAY 60 [ | 20 25 75 225 80
GAY 61 [ ] 20 25 100 300 80
GAY 62 || 20 25 100 300 80
GAY 63 | | 40 50 100 300 80
GAY 64 [ ] 80 90 75 225 80
GAZ 16 E 25 20 120 100
GAZ 17 [ ] 25 20 120 100
GP 119 m 20 (3) 3
GP 120 ™ 20 (3) 30
GP 121 ] 50 (3) 30
GP 122 [ | 50 (3) 30

A Nicht fiir Neuentwicklungen

M In Entwicklung paspaboTor

A IHe niepejinasnayenio it HOBLIX

M Under developments

W B naHHBII MoMeHT pa3spabaThb-

BaeTcAa

A Not for new developments
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Si-npn-NF-Transistoren

Typ bet bei bei bei
Icpo/nA Ucp/V | UpgricrolV Ic/A | hye Ugg/V Ig/mA f/kHz F[dB Uce/V Ic/uA Ry/Q Af/Hz f/kHz
SC 206 = 100 20 =15 100 =28 6 9 1 —
SC 207 =100 20 =15 = 28 =8 6 200 500 850 1
Si-npn-HF-Transistoren
bei bei bei bei . bei
Typ Iepo/ Ucpl |Ucgent/ I/ Is/ fx/ Uce/ I¢/ ] Coov/ Ucs/ Is/ |/ Vel  Ucsl Ic/ fl
nA v v mA mA |MHz V mA MHz |[pF V mA MHz (dB v mA MH:z
SF 021 = 1000 20 (=1 = 60 '
SF 022 = 100 33 | =1 = 60
SF 023 = 100 66 | =1 50 5 = 60 10 10 15
SF 024 = 100 100 | =1 = 60
SF 025 = 100 120 |=1 = 60
SF121 = 1000 20 | =1 = 60
SF 122 = 1000 33 | =1 50 5 = 60 1 10 15
SF 123 = 1000 66 | =1 = 60
SF 126 = 100 33 | =0,5 = 60 =20
SF 127 = 100 66 |=0,5 . = 60 ” =20
SF128 | = 100 100 |=o5 190 15 | = g9 10 10 15 | "o5 10 0 2
SF 129 = 25 80 | =0,5 = 60 =20
ST 131 = 100 20 |=0,5 = 200 =5
SF132 | = 100 40 |=o05 0 1 |Zg9 10 10 100 [T o 10 0 2
SF 136 = 100 20 | =0,3 = 300 =5
SF137 | = 100 40 |=o03 10 1 | =39 10 10 100 \“ o 10 0 2
SF 150 <5 30 6 = 80 10 10 50 =5 10 10 50
SF 215 = 100
sF216 | = 100 20 =% 8§ 4 100
SF 240 = 440 = 24 10 4 36
SF 245 =780 10 7 100 =28 10 7 36
EBK
OK\ 25 4 @
. ) 057
3 - - &
42 |
LOL e
) S
06 | o =
1 1 ’
SC 206 SF 021- 025 SF 131, 132
0 SC 207 W SF121-123 Q| sF136-137
N [ 1
= Masse =~ 0,1g 5F 126-120 Masse =~ 0,5g
Masse ~1g
ST 215, 216 |
SF 240, 245
(o1 Anschluli-
= FBK folfg; B, E, K —] -QQLS ¢’Q___j‘r5 | S
Masse =~ 0,1g




Si-npn-Schalttransistoren

bei bei bei bei
Typ Iggpol Ucsl| Ucgaal Ic/ I/ ton/nS tore/nS I/ I,/ -Igy/ Ry/Q fr/MHz Ugy/V I¢/ f/MHz
nA A% v mA mA mA mA mA mA
SS106 = 50 15 =05 10 1 = 40 = 75 = 200
SS 108 = 50 20 =05 10 1 =40 = 75 10 3 1,5 270 = 300 10 10 100
SS109 = 50 15 =05 100 10 = 40 = 7 = 200
SS 120 <1 500 50 = 50 <100 500
SS 125 = 25 20 = 30 -
SS 126 = 25 40 = a0 2 A0 45
SS 216 =300 = 0,45 — —
SS 218 =300 20 | =ass B0 8 35 gy M E A
SS 219 < 300 =< 0,45 =35 < 30
Si'n pn-SpeZIdltrG nsistoren :ur Ansteuerung von Ziffernanzeigerdhren
T bei bei bei bei
yP Icgv/peA Ucev/V Igpo/V Ugs/V Ucgent/V I¢/mA Ip/mA B Ucg/V  Ig/mA
SS 200 =1 70 =100 =3 =32
= == é 0’6 ==
=3 10 0,31
SS 201 =1 100 =100 5 =0,6 =32 3 10
=3 1 0,031
SS 202 =1 120 =100 =0,6 = 32
Si-n-Kanal-MOS-Transistoren
Typ bei bei " bei bei
|y21,|/mS Ups/V Ugs/V flkHz | R/Q Ugss/V | IpfmA  Ups/V Ugs/V —Up/V  IpfuA Ups/V
SM 103 =1,3 3 0 1 =102 10 =12 8 0 12 10 8
SM 104 =1,0 =>1012 10 = 6,5 8 10 8
EBK
2 -
057 sl =
—fEe OF—{*=% N‘; ®|6
Y P~
[ /
oy, { |
iy 06 \1‘ ! F
A 1} ols alo
SS 106-109 SS 125, 126 SS 216, 218, 219 @ SM 103, 104
"-Q Masse (lQ Masse ~1g Masse O Masse
~0,5g ~01g ~03g
2 - )
v U SS 200 - 202 T 425 -
= Y 0 Masse -
=t ~0,1g
(po iéth-ﬂ- ——&Oﬁ_ EBK




Ge-pnp-NF-Transistoren

bei bei bei bei
Typ ~Igpo/ -Ugs/ |-Igso/ —~Ugs/ hoe —Ucel —Ic/ fz/MHz —Ucg/ I,/ |F[dB -Ucs/V —Ig/ R,/Q f[kHz
wA v wA v (B) V mA (fp) v mA mA
GC 100 =15 =500 15 1 6 1 =25 1 0,2 500 1
GC101 =15 =500 15 =10
GC 112 =18 15 = 50 10 =10 6 2 =0,3
GC 116 =18 15 = 50 10 =0,75 6 2 =20 0,3 500 1
GC 117 =18 15 =1,2 =10 6
GC 118 =18 15 =1,2 =5
GC121 =18 15 = 50 (28) (0,012)
GC 122 = 18 15 = 50 10 (18) 0,5 100 | (0,012) 2 10
GGC123 = 18 15 = 50 (18) (0,012)
GC 301 = 20 6 = 50 10 (=28) 1 350 | (0,015) 2 10
=250 32
Ge-pnp-HF-Transistoren
bei bei bei
Typ —Icpo/ —Ucs/ |Vian/dB ~Ucs/ —Is/ f/MHz Vpc/dB ~Ucs/ -1/ f/MHZ fr/MHz —Ucg/ I/ f/MHz
wA A% (Gpu/dB) 'V mA (F/dB) V mA (Vie/dB) V mA
GF 100 =10 6 (=15 6 0,5 0,5
GF 105 =10 (=20 6 0,5 2
GF 126 =175 = 40 6 1 0,5
GF 128 =175 =100 10 3 100
GF 130 =175 (= 27,5) 6 1 10
GF 131 =175 6 =9
GF 181 =175 ] =11 7 1,5 100
GF 132 =175 =17 6 2 100
GF 139 =175 (= 27,5) 6 1 10
GF 145 =38 20 (= 9) 12 1,5 800 (=9 12 1,5 800 =250 12 1,5 100
GF 147 =38 20 (=11,5) 12 2 800 (=6 10 2 800 =650 10 2 100
EBK i .
@ g %L EBK
[ @ S @fchfrm
¢53 }'
s o 57
Sehirm
Q
S g
! =)
GC 100, 101 Y| G6ri26-139 GF 145, 147
ur\} gg i:i—llS Masse ~ 0,6 g Masse ~ 0,4 g
GC 121-123 2
GC 301
Masse ~0,8g ‘ \
_»’"L@_qﬁo,bs GF 100, 105 baus PG 1l o
Masse =~ 0,8 g -
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Ge-pnp-Leistungstransistoren

bei bei bei bei bei
Typ ~Icpo/wA  ~Ucs/V | Icgs/mA ~Ucg/V | Igpo/wA ~Ugp/V | -Ucgeat/ —Ic/ ~Iy/ fr/kHz -Ucg/ —Ic/
A% A A% mA
GD 160 = 50 =1,5 20 =100 =0,6 =250
GD 170 = 50 6 =1 33 =100 10 =0,6 3 0,5 =250 6 0,1
GD 175 = 50 =1 50 =100 =0,6 =250
GD 180 = 50 = 66 =100 =0,6 =250
GD 240 =100 =4 30 =500 10 =0,6 =350
GD 241 =100 =4 40 =500 =0,6 =350
GD 242 =100 6 =4 50 =500 20 =0,6 3 0,5 =350 6 0,1
GD 243 =100 =4 65 =500 =0,6 =300
GD 244 =100 =4 75 =500 =0,6 =300
g
{
Ge-pnp-Schalttransistoren
?
bei |-Uggsat/V bei bei bei bei
Typ ~Icpo/ —Ucsl| (~Ucgrest/ —Ic/ —Is/ | m/us ~Ucg/ —Ic/ | tofues =Ie] I/ F[dB ~Ucg/ —I¢/ f/kHz
wA A% V) mA mA mA mA mA \% mA
GS 109 =15 (=0,5) 50 =15 0,5 50 =25 1 1
GS 111 =15 15 =0,3 = 1,2 =1,5
GS 112 =15 =0.3 300 9,4 = 0.9 0,5 200 =15 300 94
GS121 =15 (=0,5) =10 0,5 100 =25
cs122 | =15 | (=05 100 =25 R
Kollektor am Gehduse
16-01
- EBK Y
i m BN =
\ T wny
Y v S é’ ’ , =S
S
4 D (0N 053
B et
|
, > ¢
31 Q
ot —
o I !
[12)
1 S ”N"
I 1 GD 160 - 180 GS 109-112
0 GD 240 - 244 [ GS 121, 122
= Masse =~ 12 g j‘_ Masse =~ 0,8 g
¢1 | Bous

3*
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Si-Kapazitétsdioden

Typ bei bei :
Ip/uA Ur/V C,/pF Ur/V 1/ Q Ce/pF L¢/nH fo/ GHz
SA 129 =5 28 12 3 0,5 > 1,45
2,2-.:3,2 25
SA 130 =5 28 9 -..16 3 1 > 1,45
2,2...3,2 25
SA 131 = 28 45.-:65 2 0,5
SAZ 12 =10 18 1 .5 6 0,4 3,5
SAZ 13 =10 18 1 ..-5 6 0,4 3,5
Si-Varaktordioden
Typ bei
Thaa (V| 0 Tufiik C,/pF Un/V r/Q [/GHz | C,pF L,/nH
SAZ 54 =90 100 4,8 6 =2 = 20 0,8 1
SAZ 61 = 60 100 0,541 6 = 100 0,5 1,5
[
n
-
©
26, %
|
Farbring 2
(Katode)
n
+
3
SA 129 - 131
" Masse =~ 0,3 g
A 606
M5 @236 1002
£ r«l(a%hoo’e | VLi
} =
P2k di0 975 nt i O P
il " = i/ 6Kt SW10 S
2 = | S 9y 4§
. : Vi & Y
‘fr 3 36511 5 o~ @6 max ® 8‘
[5 | ﬂ). ™ ")
855 o L £l ¥ o —
S [es o R [ g ® ! o o 1 4{
S S I
55 X
2 - ® P E.5max I N § |2 =y
= - ~ U n
= A Y x I
Farbpuri IR SAZ 12, 13 L ] SAZ 54 ; § SAZ 61
(othodle) ‘ﬁ-{ d2ka10 Masse ~ 3g Masse =~ 3,6 g y \’ S{ Masse ~ 1,4g
ohne Adapterkappe mit Adapterkappe !
0 L el | P23s002
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Si-Schaltdioden

T bei bei beim Schalter von
= To/mA | Iy/nA UV | Ciu/pF  Ug/V Ugg/mV  fMHz  |t,/ns Iy = 10mA auf Uy = 6V
SAY 10 115 = 50 50 [=3 = 2
SAY 11 75 = 70 25 =4 =2
SAY 12 200 = 100 50 =4 0 50 1 =4
SAY 14 75 = 70 25 =4 = 4
SAY 15 50 = 500 20 =4 = 4
SAY 16 200 = 100 30 =4 = 4
SAY 40 = 60 15 =8 =10
0 0,5
SAY 42 = 60 15 =38 =10
SAY 60* = 60 15 =8 =10
0 0,5
SAY 62* = 60 15 =8 =10
* Doppeldioden-Kennwerte pro Diode
* TexHMYecKUe HaHHBIE JIBOITHOrO muofga Ha KaKOBIA qUom
* Double diode performance indices per diode
Si-Mehrfachdioden
SAM 42:--45 | 2---5 Diodenfunktionen S G S < ! B oo ! 1 =5
SAY 40 mit gemeinsamer E: e P e "ﬂ i I . B ) = ]
Katode ) =
SAM 62-+-65 | 2.-.5 Diodenfunktionen = el P s it el
SAY 40 mit gemeinsamer

Anode ! -
SAX 42..-46 | Zusammenfassung von by LUJ LUJ UJ v>v<LUT .

2 bis 6 Einzeldioden SAY 40 0 Oy
SAX 62::-66 | Zusammenfassung von
2bis 6 Einzeldioden SAY 42

-

0O 6 6 O ¢

SAM 62 9 0,3
SAM 63 |11,5 | 0,4
SAM 64 |14 | 0,4
SAM 65 |16,5| 0,5

R um7 |
A s o G ¢
 AZXX3x2 T

SAX 42 - 46
SAX 62 - 66
_l_ Lot Ma@e fiir ,,1¢ | mm
mm| g
2fach Diode 7,0

SAM 42 | 9 0,3 3fach Diode 9,6

SAM 43 | 11,5 | 0,4 4fach Diode |12,1

SAM 44 | 14 0,4 5fach Diode | 14,7

SAM 45 | 16,5 | 0,5 6fach Diode |17,2

e
U “5‘5 Farbkennzeichnung Q
Kathode “ Typ |3.Ring |4. Ring
ey i = SAY 10 | rot rot
SNl . SAY11 |rot gelb
S - SAY 12 | rot orange
aar— 5| SAY 13 |rot griin
E =]
SAY 14 | rot blau 2
SAY 15 | rot schwarz
max ¢2_! 5 SAY 16 | gelb rot #
i S
Lo
SAY 10 - 16
max ®Qs Masse =2 0,2 g

29

pg

max 16,7

SAY 40, 42 i SAY 60, 62
Masse = 0,3 g é Masse =~ 0,3 g
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Si-Gleichrichterdioden

Typ Urx/V Ur/V Uge/V Ugs/V Ipn/A Ten/A Iy [mA
fiir Stréme bis zu 1 A
SY 200; SY 220 75 75 100 100
SY 201; SY 221 100 100 130 150
SY 202; SY 222 200 200 260 300
SY 203; SY 223 300 300 390 450
SY 204; SY 224 400 400 520 600
0,7* 2 0,15
SY 205; SY 225 500 500 650 750
SY 206; SY 226 600 600 780 900
SY 207; SY 227 700 700 910 1050
SY 208; SY 228 800 800 1040 1200
SY 210; SY 230 1000 1000 1300 1500
SY 200 —2102)
SY 220 -2301)
*bei R-Last
fiir Strome bis zu 10 A
SY 160 50 50 55 75
SY 162 200 200 220 300 30 =3
SY 164 400 400 440 600
SY 166 600 600 660 900
fir spezielle Anwendungen in der Kfz.-Technik
SY 1701) 100 100 =8
SY 1712) 100 100 =8
SY 1721 200 200 25 39 =6
SY 1732) 200 200 =6
1) Anode am Gehduse 1) AHOQ Ha KOpIIyCe 1) Anode on housing
%) Kathode am Gehduse 2) HaTon Ha Kopmyce 2) Cathode on housing
i v .
ol = Hothode bel
- Sy 470, §Y172
2 : Anode bei
. 3288 symsy173
_ A N L
: q
8 g @8 4kmax : bt ¢ & T
L Al ca ldick )
Q B
1 %
Z i 5 g
i 3 -y
. 1
1005
$08 syz200-syz2i0 SY 160 - 166 0128 SY 170 - 173
SY 220 - SY 230 p
Masse ~ 24 g ) Masse =~ 10 g
Y I Masse ~ 3g 1 Kathode ¢76z_'f.
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Si-Leistungsgleichrichterdioden

Uxrn/V Ug/V Uge/V Urs/V Izp/A Tgp/A Ip/mA
VSF 200/0,5* 50 50 55 90
VSF 200/1* 100 100 110 180
VSF 200/2* 200 200 220 360
VSF 200/3* 300 300 330 540 200 800 =10
VSF 200/4* 400 400 440 720
VSF 200/5* 500 500 550 900
VSF 200/6* 600 600 660 1080 —
Ipn/A
VSF 203/0,5 50 50 75 90
VSF 203/1 100 100 150 180
VSF 203/2 200 200 300 360
VSF 203/3 300 300 450 540 250 1200 =7
VSF 203/4 400 400 600 720
VSF 203/5 500 500 750 900
VSF 203/6 600 600 900 1100
* Nicht fiir Neuentwicklungen * He nmpeqHa3sHauyeHo OJIA HOBEIX * Not for new developments
pa3paboTor
. . *
Si-Thyristoren
Typ UR.W/V URR/Vl) Ip/A [TR/A Ug/V Igp/mA
ST111/1 70 100
ST 111/2 140 200
ST 111/4 280 400 13 90 =3V = 100
ST 111/6 420 600
ST 111/8 560 800 bei 25° C und 12V Blockier-
spannung
ST 121/1 70 100
ST 121/2 140 200
ST 121/4 280 400 23 140 =3V =100
ST 121/6 420 600
ST 121/8 560 800
* In Entwicklung
1) max. Dauer der periodischen Spitzenspannung 1 ms
max. Dauer der nichtperiodischen Spitzenspannung 5 ms
* B maHHbIil MOMeHT pa3pabaTelBaeTcsa
1) gauGobIlIee BPeMs IepUOJUIECKOr0 MAKCUMAIIbHOT O HAIIPA3KEHU A 1M CeK
Han6o0JibIlIee BpeMs Hernepeoguyecroro MaKCMMAJIbLHOI'0 HaNPAMKEHU S
5 M cek
* Under development
1) maximum duration of periodical peak voltage 1 ms
max. duration of non-periodical peak voltage 5 ms
| [
| miﬁ ==k Katodenanschlur3
¥ _ Y Ymorete
i . max #}1 A : i | Steveranschiuid
L o S 7 ¢Qﬂtd,7 — l, ‘:;2 ‘f\\j ’5 Kennzeichnung
=0 | ¢
| 1 1 Sw17
’ VSF 200 } o} VF 203 Arodermnsibia 5 g o]
Q [ ‘ Masse ! | | Masse 1
© ’ Y7 0} VSF200 | = 300 g ‘ Q V5F203 %‘ é‘ ~ 300 g Massea30 g
®| | 5l
| | oo o ]
e —— ]
| é [\
1 l , A N | |
I S |
- $i - o mox$50
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Si-Z-Dioden

Typ Ugz/V bei I =5 mA r,/Q beil, =5mA Ug/V bei Iy = 1pA Ug/V bei Iz =5 mA P, /mW
Reihe E 12 (109%,)
SZX 18/1 0,65 < 0,75 < 0,85 = 8 —
SZX 18/5,6 50 < 5,6 < 6,3 =65 =1
SZX 18/6,8 6,0 < 68 < 7,5 =10 = 2
SZX 18/8,2 7,3 < 82 < 9,2 = 8 = 3,5
SZX 18/10 8,8 <10 < 11,0 =17 = 5 =0,85 250
SZX 18/12 10,7 <12 < 13,4 =30 = 7
SZX 18/15 13,0 <15 < 16,5 =40 =10
SZX 18/18 16,0 < 18 < 20,0 =55 =10
SZX 18/22 19,6 < 22 < 24,4 =90 =12
Reihe E 24 (59,)
SZX 19/5.1 48 < 51 < 5,4 =7 =1
SZX 19/5,6 52 < 5,6 < 6,0 =60 =1
SZX 19/6,2 58 < 6,2 < 6,6 =35 =1
SZX 19/6,8 6,4 < 6,8 < 7,2 = 8 = 2
SZX19/7,5 7,0 < 7,5 < 7,9 =17 = 2
SZX 19/8,2 7,7 < 82 < 8,7 = 7 = 3,5
SZX 19/9,1 85 < 91 < 9,6 =10 = 3,6
SZX 19/10 9,4 <10 < 10,6 =15 = 5
SZX 19/11 10,4 <11 < 11,6 =20 = 5 = 0,85 250
SZX 19/12 11,6 <12 < 12,8 =20 = 7
SZX 19/13 12,5 <13 < 14,0 =30 = 7
SZX 19/15 13,8 < 15 < 15,5 =35 =10
SZX19/16 15,83 < 16 < 17,0 =40 =10
SZX 19/18 16,8 < 18 < 19,0 =50 =10
SZX 19/20 18,8 <20 < 21,0 =80 =10
SZX 19/22 20,8 < 22 < 23,0 =80 =12
SZX 19/24 22,8 < 24 < 25,6 =80 =12
]
n
-
o
26, ke
2
0 | SZX 18
& 8zxX 19
©
Masse ~2 0,3 g
-
_430,6

16



Si-Leistungs-Z-Dioden

bei
Typ U,V r,/Q I;/mA Iy max/mA?) I max/mAZ)
SZ 501* 0,65 — .0,85 1,5 100 175 1400
SZ 504 48 — 5,5 5 100 175 1400
SZ 505 53 — 6,0 2 100 160 1290
SZ 555 ; 5,8 — 6,6 2 100 145 1170
SZ 506 6,6 — 7,3 2 100 130 1060
SZ 507 71 — 7,9 2 100 115 980
SZ 508 7,7 — 8,8 2 100 110 880
SZ 509 8,5 — 9,6 4 50 100 ) 800
SZ 510 9,4 — 10,6 4 50 90 730
SZ 511 10,4 — 11,6 7 50 80 670
SZ 512 11,6 — 12,7 7 50 75 © 610
SZ 513 12,5 — 14,0 11 50 65 550
SZ 515 13,8 — 15,8 11 50 60 490
SZ 516 15,3 — 17,0 15 25 55 450
SZ 518 16,8 — 19,0 15 25 50 400
SZ 520 18,8 — 21,0 15 25 45 . 370
SZ 522 20,8 — 23,0 15 25 40 330
Referenzelemente
Typ UZ/V rZ/Q rzmnx/Q AUZ/mV Ptot/mw

SZY 20 8,6 + 0,4 15 25 = 66

SZY 21 8,k + 0,4 15 25 =33 100
SZY 22 8,4 4 0,4 15 25 = 13,2

SZY 23 8,4+ 0,4 15 25 = 6,6

* TTomoca muoAa, NOOKIIOYSHHEIE
B IIPOITYCKHOM HaIlpaBJIeHHH

1) 6e3 rrcTa OJIA OXJIAKIEHUSA

2) ¢ INCTOM OXJIAKIEHUs aJIOM.
100 X 100 X 3 Mm3

* Diode poled in forward direction
1) without cooling sheet
2) wit cooling sheet Al 100 X 100 X 3 mm?

* In DurchlaBrichtung gepolte Diode
1) ohne Kiihlblech i
2) mit Kiihlblech Al 100 X 100 X 3 mm?

I |
| b 4
] UL
(@)
8. N9 i A
P83, 0f S P o |
$105 = 18 S) L
0. | sz 501-522 ; V : SZY 20-23
M4 ‘?\1 Masse ~ 10 g = i ‘L Masse ~ 6,5g
™ |
Q ‘ !
m
$08 e It
— e i
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Ge-Schaltdioden

T bei bel bei
yP Ug/V Ig/mA Ig/A Ug/V Ciot/PF Ug/V f/MHz Io/mA bei Uy = 0

GA 106 =1 6 = 40 10
GA 107 =1 5 = 8 19
GAY 60 =1 75 = 1000 20 =15 1 1 75
GAY 61 =07 75 = 1000 20 =15 1 1 100
GAY 62 =05 10 = 50 10 =15 1 1 100
GAY 63 =0,8 7,5 = 50 10 =15 1 1 100
GAY 64 =1 76 = 250 80 =15 1 1 75
GAY 16 =1 5 = 30 10
Ge-Photodioden

Typ * * bei

SPI-I mln/l”'A SPH mln/p'A UR/V IDmln/p‘A IDmnx/p'A A/mm2

GP 119 30 70 20 7 15 1
GP 120 100 125 20 7 15 1
GP 121 30 70 50 7 15 1
GP 122 100 125 50 7 15 1

* bei 1000 x und einer Farbtemperatur der Strahlungsquelle von 2850 °K
* npu 1000 X ¥ IBETOBOM TeMIepaType HCTOUYHMKA usaydeHua 2850 °KH
* at 1000 x and a colour temperature from the radiation source of 2850 °K

n
-+
o,
26, © Phl
: 8
©
Farbring =l Farbring ©
(Katode) (Anode)
0 | GA 106, 107 GP 119 - 122
S)) g:;lﬁﬁ? Ry Masse =~ 0,6 g
| __“‘JL Masse =~ 0,3 g L
i <—¢0‘6 o
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Ge-Universaldioden

Typ bei bei ~
Us/V Ig/mA Iy [uA Un/V Igp/nA Ur/V UrslV Igs/mA
GA 100 =1 5 =100 10 =500 20 30 100
GA 101 =1 3 = 40 10 = 400 40 55 100
GA 102 =1 3 = 40 10 =350 60 80 100
GA 103 =1 3 = 15 10 =250 80 100 100
GA 104 =1 3 = 15 10 = 200 110 120 100
GA 105 =1 3 =100 10 = 500 20 30 100
GAZ17 =1 5 = 30 10
Diodenpaare
Typ bei bei bei
Ip/mA Ug/V Ig/uA UrlV In[uA UglV UrslV Ips/mA
2 GA 109 =5 1 =40 10 = 300 40 55 100
2 GA 113 =6 1 =40 10 50
Diodenquartette
Typ bei bei bei 3
Ig/mA Us/V Ir/uA Ur/V Ig/uA UrlV Ugs/V Tps/mA
4 GA 114 =6 1 =40 10 =150 20 50
04 A 657 =175 1 =40 10 =300 40 55 100
29]
n ™
= —
0
Farbring o g
(Katode) [ Y
i
n
&Sl sa100-108 N 04A 657
N g:Z“:g ‘(Q Masse =~ 2,5 g
GA 113 :
GA 114 1
AqSo,e Masse ~ 0,3 g ¢0.6
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Ge-Gleichrichterdioden®

I
Typ Ugpn/V UR/V UgelV i Ien/A IFP/A Iy [uA
GY 099 12 12 12 ! =100
GY 100 % 2% 2% =100
GY 101 40 40 40 =100
GY 102 75 75 75 0,1 0,35 =100
GY 103 100 100 100 =100
GY 104 150 150 150 ! = 50
GY 105 200 200 200 : 1 = 50
GY 109 12 12 12 { |
GY 110 % DIA % ; \
GY 111 40 40 40 : \
GY 112 75 75 75 | 1 3 = 200
GY 113 110 100 100 !
GY 114 150 150 150 |
GY 115 200 200 200 ; -
GY 120 20 20 20 1
GY 121 40 40 40 !
GY 122 65 65 65 ;
GY 123 100 100 100 ‘ 10 32 \ =2000
GY 124 150 150 150 i |
GY 125 200 200 200 :
|

* Nicht fiir Neuentwicklungen

K,‘HJ O&5

et

0l Gy 099-105
o

Masse ~ 0,6 g

1

* He mpejia3naueHo aiida paspaboTor

w0

—

i
\

SWG
T B V—f\‘
M S
5-1 - —

GY 109-115

Masse ~4g

* Not for new developments

08

22,5%

|

n
Q { GY 120-125
. “; = - Masse ~222,5g
¢ | Kathode
| | M6
Ll peecd
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Selen-Freifldchengleichrichter

Plattentyp/mm?2* I/A Bnolizzszzl('l/‘;i}:- Bolzenanzahl max. Plattenanzahl lichte Weite/mm
16 X 16 0,13 4 1 32 2,5
23 X 23 0,30 & 1 28 3,4
28 X 28 0,50 5 1 28 5,5
40 X 40 1,0 5 1 24 5,5
50X 60 1,6 8 1 40 5,5
60x 80 3,0 8 1 36 7,0
80 x100 5,0 8 1 30 12,0

100 x 200 10,0 8 2 24 15,0

100 x 300 15,0 8 3 24 15,0

200 x 300 30,0 8 6 24 18,0
Selen-Gehdusegleichrichter

Typ Uiv I/mA Abmessungen/mm Masse/g

E500C 15 500 15

M550C 30 500 30

VvV 250C 15 250 15 12 X 12 x 32 12

B 250 C 30 250 30

B 250C 60 250 60 12 X 12X 18 8

B 250 C 135 250 135 12 X15 X 37 18

B 25C 60 25 60 35X 10 %12 1,2

B 25C 25 25 25 7X 7x 12 1,2

B 25C150 25 150 7x12x 13 3

B 50C 60 50 60 8x10x 12 2,5

B 25C 400/250 25 400/250 8x16x 20 6

B 25 C 600/400 25 600/400 8x23x 27 12

D 8 80 0,5 7X TX 8 0,6

D 16 160 0,5 7X 7X 12 1

E 2400 C15 2400 15 17 X 20 X156 100

E 3000 C 15 3000 15 15X18 X151 100

* Die Platten sind fiir 20 V, 25 V und 30 V AnschluBspannung erhéltlich.

Selenstabgleichrichter kénnen fiir beliebige Spannungen in Abstufungen von
10V bis 1500 V fiir 1 mA, 3 mA und 5 mA bzw. 500 V fiir 10 mA hergestellt werden.

* ToCcKU MOMHO IOyuuTh M 20 B, 25 B 1 30 B IpUCOETWHEHHOT 0 HAIl-
PSIKEeHNA.

CelleHOBBIE BRINPAMUTEJM MOTYT OBITY M3TOTOBJIEHHI J1a JII0OBIX HAIIPS-
seHnit B quanasode ot 10 B mo 1500 B mua 1ma, 3 Ma u 5 ma uau 500 B
masa 10 ma.

* The discs are available for a connection voltage of 20V,25V, and 30 V.

Selenium rod rectifiers can be made for optional voltages in stages between
10 and 1500 V, for 1 mA, 3 mA and 5 mA or for 500 V for 10 mA.
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Selen-Stabilisatoren .

Kennzeichnung Ug/V I /mA Abmessungen/mm Masse/g
1,5St1 S3 1,5.--1,8 0,5 - 2,0 7XTx8 0,6
3,0 St 10 156 3,0 .- 3,6 0,5 -+ 2,0 7x12x13 3,0
Selen-Gehérschutzgleichrichter
ry/Q bei by/Np bei Abmessungen/mm Masse/g
KG 60 =3500 0,2V —0,05 —2N 4,5 X 14,4 X 15 1,8
0,8 kHz
=38 1,0V 600
—0,7 ON
0,8 kHz
600
Thermoelektrische Kiihlelemente
Typ Z|[grd™ RmQ Unax/V Tnax/V Qumax/W
ZB & 2,7 -108 2,4 40 3
¢7




Exporteur:

KOMBINAT VEB HALBLEITERWERK
FRANKFURT (ODER)

DDR 1201 Frankfuri (Oder)-Markendorf
Fernruf-Sammelnummer 690 - Fernschreiber 016252

GLEICHRICHTERWERK STAHNSDORF
DDR 1533 Stahnsdorf Ruhlsdorfer Weg
Fernruf 6381 Fernschreiber 015-220

ROHRENWERK ,,ANNA SEGHERS*
DDR 642 Neuhaus am Rennweg

Fernruf 410

Telegramm-Anschrift: Rohrenwerk Neuhausrennweg
Fernschreiber 628332 rwnh.dd

GLEICHRICHTERWERK GROSSRASCHEN
DDR 7805 GrofBrdschen, Fernruf 238-239
Fernschreiber 017 88 49 gwg dd

VEB WERK FUR FERNSEHELEKTRONIK
DDR 116 Berlin-Oberschoneweide, OstendstraBe 1-5
Fernruf 6327 41

Telegramm-Anschrift: Fernsehelektronik Berlin
Fernschreiber: WF Berlin 011470

KOMBINAT VEB FUNKWERK ERFURT
DDR 501 Erfurt, RudolfstraBe 47, Fernruf 580
Telegramm-Anschrift: Funkwerk Erfurt
Fernschreiber 061306

EXPORT-IMPORT

VOLKSEIGENER AUSSENHANDELSBETRIEB DER
DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK:
DDR 102 BERLIN-ALEXANDERPLATZ
HAUS DER ELEKTROINDUSTRIE

1V/26/14 170 3000 GG 7/9/70

Mindestbestellmenge fir den Direki-
bezug:

Je Planposition 1000 Stick im Sortiment,
jedoch mindestens 100 Stick pro Type.
Erzeugnisse aus Vorserie und Labor-
fertigung je Planposition 50 Stiick.

Auslieferungen von Mindermengen:
Versorgungskontor
fir Maschinenbau-Erzeugnisse

15 Potsdam, Leipziger StraBe 60

Lieferung von Bauelementen
fir F-und E-Bedarf:

VEB Elektronikhandel Berlin
1035 Berlin WeichselstraBe 26 a
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